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１．概要（Summary） 

SOI(Silicon on Insulator)技術を用いた半導体イメー

ジングセンサーを基にして、中性子用のイメージングセン

サーの開発を行っている。SOI 技術によるイメージングセ

ンサーは寄生容量が少なく、読出し速度をより速くできる

特徴を持つ。また、センサー部と処理回路を一体にして

製造を行うことから、将来的にセンサーの製造コストの低

減につながると考えられている。 

通常の半導体イメージングセンサーは、そのままでは

中性子などの中性粒子に感度を持たない。そこで、半導

体センサーの裏面に中性子を荷電粒子に変換する変換

層を積み上げ、変換された二次粒子を計測することで中

性子によるイメージ情報を得ることを考える。荷電粒子へ

の変換には、硼素同位体による中性子捕獲の過程を用い

る。変換層の成膜はナノテクノロジー・プラットフォームで

の LL 式高密度汎用スパッタリング装置 CFS-4EP-LL を

用いた。本研究では成膜条件の最適化を行った。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

SEM 
LL 式高密度汎用スパッタリング装置 

【実験方法】 
ガラス基板やセンサー裏面を模したアルミ面などを用

意し、成膜時の RF パワーなどパラメータの最適値を調べ

た。また、成膜基板の表面状況を変更することで、その影

響を調べた。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
スパッタリング時の RF パワーが低くなると、成膜表面の

均一性が著しく劣化した。閾値がある可能性を示唆する。

また硼素ターゲットのスパッタリング速度を計測した。これ

らを元にして、本装置における最適な成膜条件を求めた。

Fig. 1 に、テストサンプルの１つを示す。 

 
Fig. 1  Picture of a test sample 
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